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§１．研究成果の概要 

 

二次元 TMDC 相補型 MISFETs の LSI プロセスによる性能向上と応用に取り組んでいる。すずか

け台グループはスパッタ法による TMDC 膜と FET 性能向上に取り組みスパッタ法および硫化プロ

セスによって形成した MoS2 膜の膜質向上を図った。300℃以下であればスパッタ成膜における RF

パワーやターゲット基板間距離の最適化などによる膜質の向上により硫化後の MoS2 膜質が向上

することが分かった。さらに移動度 1,250 cm2/V-s を確認済の PVD-ZrS2 膜についてアンバイポー

ラ動作ではあるが電子/正孔両極性 MISFETs の動作を確認した。これは PVD 成膜と硫化アニー

ルに加えてデバイス作製プロセスを通した後においてもチャネルのキャリヤ濃度を低減できたため

だと考えられる。大岡山グループは TMDC デバイス評価・設計に取り組み PDMS 弾性膜と PMMA

膜を用いた独自の転写技術を駆使してトップゲート MoS2 MISFET の作製に成功した。特に PVA

膜によるキャリヤ生成により S/D 領域を n 型に低抵抗化することで n-MISFET 動作を実証し、ノー

マリーオン特性ではあるものの On/Off 比の向上を実現した。US グループは TMDC デバイスモデ

リングに取り組み All-2D reconfigurable logic gate をモチーフにモデリングを行った。生田グループ

は、TMDC 膜評価および CVD による TMDC 成膜に取り組み、合金 TMDC 膜によるバンドギャッ

プ制御技術として、DC バイアス法を用いた MoS2/MoTe2 共スパッタと(i-C3H9)2Te アニールにより、

MoS2(1-x)Te2x 膜を形成した。カルコゲン比率を x = 0.0-1.0 に制御し、バンドギャップを 0.8-1.4eV の

幅で変調できることを確認した。今後これらの技術を集結することにより、高性能な IoT デバイスの

実現を目指す。 
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